
電子線検出用  Siフォトダイオード

低エネルギー (1 keV以上)の電子線を高感度に
直接検出

S11141-10 S11142-10
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絶対最大定格

項目 記号 条件 定格値 単位

逆電圧 VR max. Ta=25 °C 20 V
動作温度*1 Topr -20 ～ +60 °C
保存温度*1 Tstg -20 ～ +80 °C
はんだ付け条件 Tsol 260 °C以下、5秒以内 -
*1: 結露なきこと

注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

構成

項目 S11141-10 S11142-10 単位

受光面サイズ 10 × 10 14 × 14 mm
素子数 1 4 -
パッケージ セラミック -
窓材 なし -

走査電子顕微鏡 (SEM)の反射電子検出器

用途

低エネルギー (1 keV以上)の電子線を高感度に直接検出

薄型セラミックパッケージ

SEM中において、試料と電子銃との距離を短く配置する
ことが可能です。

高ゲイン: 300倍, 高検出効率: 72 % (入射電子エネルギー: 
1.5 keV)を実現

磁性の弱い基板材料を採用
電子線の軌道が影響を受けにくくなります。

大受光面サイズ

S11141-10: 10 × 10 mm
S11142-10: 14 × 14 mm (6.925 × 6.925 mm/1 ch)

特長

受光部中心にϕ2.0 mmの貫通穴を形成
電子顕微鏡用の反射電子検出器に適した構造を採用して
います。

S11142-10:  4分割フォトダイオード
反射電子線の位置 (角度)を検出可能
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電気的および光学的特性 (Ta=25 °C)

項目 記号 条件
S11141-10 S11142-10*2

単位
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

入射電子エネルギー範囲 - 1 - 30 1 - 30 keV

出力電流 Isc
電子エネルギー 1.5 keV
Ip=100 pA*3 - 30 - - 30 - nA

暗電流 ID VR=10 mV - 0.5 3 - 0.2 1.2 nAVR=5 V - 5 60 - 3 60

端子間容量 Ct VR=0 V, f=10 kHz - 1700 2500 - 800 1200 pFVR=5 V, f=10 kHz - 450 680 - 200 300

遮断周波数 fc

VR=0 V, RL=50 Ω
λ=400 nm, -3 dB - 0.4 - - 0.8 -

MHzVR=5 V, RL=50 Ω
λ=400 nm, -3 dB - 2.5 - - 5 -

電子増倍率 -
電子エネルギー 1.5 keV
Ip=100 pA*3 - 300 - - 300 - -

*2: 1素子当たり

*3: 注入電流 (プローブ電流)
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暗電流－逆電圧 (代表例)
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端子間容量－逆電圧
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電子増倍の原理
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外形寸法図 (単位: mm, 指示なき公差: ±0.2)
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KSPDA0188JA

S11142-10

14.0

35.0

ɸ7.0

14
.0

0.
5 

±
 0

.1
(0

.2
5)

15
.0

-0+
0.

2

1.
0 

m
ax

.

1.
2

2.
54

P2
.5

4 
× 

4 
= 

10
.1

6

7.5 ± 0.2

ɸ2.3

(4
 ×

) �
6.9

25

0.
15

0.15

1.8 0.3

ɸ2.0



Cat. No.KSPD1083J01  Nov. 2014 DN

本資料の記載内容は、平成26年11月現在のものです。

6

Siフォトダイオード S11141-10, S11142-10

推奨はんだ条件

・はんだ温度: 260 °C以下

・はんだ付け時間: 5秒以内

関連情報

www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html

 注意事項

・ 注意事項とお願い

・ 未封止製品／使用上の注意

 技術情報

・ Siフォトダイオード／技術資料

・ Siフォトダイオード／用語の説明

・ Siフォトダイオード／信頼性

・ Siフォトダイオード／応用回路例


